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Реферат:
1. Дисертація присвячена з'ясуванню фізичних механізмів чутливості вузькощілинного напівпровідникового
з'єднання кадмій-ртуть-телур в терагерцовій та субтерагерцовій областях спектру при температурах 60 -
300 К. Експериментально встановлена чутливість Hg1-xCdxTe у вказаній спектральній та температурній
областях та досліджено її зміни при зміні параметрів напівпровідника або режимів роботи. На основі
порівняння отриманих експериментальних результатів з розрахунками в рамках моделі болометра, що
працює на ефекті розігріву носіїв в біполярному напівпровіднику показано, що механізмом чутливості
досліджуваних приймачів на основі Hg1-xCdxTe в терагерцовій області спектру є розігрів носіїв заряду
електромагнітною хвилею, що поширюється в шарі КРТ як у хвилеводі. Оцінено величини шумів, вольт-ватну
чутливість і NEP досліджуваних приймачів та визначено режими їх роботи і параметри твердого розчину
Hg1-xCdxTe, які дозволяють оптимізувати конструкцію приймачів для роботи при незначному охолодженні.



2. The dissertation is devoted to investigation of terahertz and subterahertz sensitivity of Hg1-xCdxTe-detector at
60 - 300 К. It has been found experimentally that mercury cadmium telluride thin layers can be used as terahertz
and subterahertz ambient temperature detectors or moderately cooled detectors. The influence of composition,
conduction type, impurity density, temperature, and bias current on detector sensitivity was investigated. The
results obtained were compared with those predicted from the semiconductor hot electron bolometer theory. On
the basis of theoretical and experimental results agreement a conclusion was made, that detector sensitivity is
associated with the change carrier's temperature by electromagnetic wave, which propagates in the bipolar
semiconductor waveguide. Taking into account Jonson's noise, generation-recombination noise and photon noise
the noise equivalent power of the detector was estimated. Operating conditions and semiconductor parameters to
optimization of detector construction for uncooled operating regime was determined.
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